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摘 要

本實驗中主要是探討平面式金屬-半導體-金屬結構的光檢測器(Metal-Semiconductor-Metal Photodetector)，並使用具高能隙

、高阻值及高吸收係數的非晶矽半導體材料(Amorphous Si)覆蓋在矽鍺(SiGe)上面，藉此設計出可以有效降低暗電流的金屬-

半導體-金屬結構的紅外光檢測器之研究。並以材料金(Au)作為電極，比較有/無非晶矽覆蓋層結構的光電特性。 根據實驗

結果發現在逆壓-10V時，無非晶矽覆蓋層結構的暗電流高達6.58×10-3A，而且光暗電流比(Iphoto/ Idark ratio)並不明顯。

然而具非晶矽覆蓋層的結構可以有效降低暗電流至2.16×10-7A，並在波長850nm的紅外光源照射下，光電流達到2.51

×10-5A。 在具覆蓋非晶矽與未覆蓋非晶矽層結構暗電流做比較，我們發現暗電流可以下降四個數量級，而光電流只降低

約二個數量級，光暗電流比約達116倍。 除此之外，我們利用液相沉積法(Liquid Phase Deposition)沉積氧化保護

層(Passivation Layer)，此保護層可防止電性退化及降低由於表面缺陷和薄膜結構不連續而導致的懸浮鍵(Dangling-bond)缺陷

。且藉由探究其漏電流變化情形，發現當在-2V時，具有保護層結構的暗電流為4.93×10-5A，而不具保護層結構的暗電流

為1.73×10-4A，明顯比較出具保護層結構的暗電流為較低。 另外，我們將具有保護層的結構作退火處理，發現暗電流可

降至1.67×10-5A。而光暗電流比的部份也發現，具有保護層結構的光暗電流比為6.26倍，更大於不具保護層結構的3.96倍

。
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